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【はじめに】 名工大・名城大では GaN 系可視光 LD の高効率化・高出力化に向けて、GaN、InGaN との

大きな比屈折率差が見込める AlInN 厚膜クラッド層の開発に取り組んできた。これまでの研究成果として、

c 面サファイア上 GaN[1,2]及び GaN 自立基板上[3]に厚膜で表面平坦な AlInN 膜を成長させることがで

きたことを報告してきた。他方、山口大学では、GaN 系 LD の下地基板への適用を目指し、格子緩和した

GaInNテンプレートを開発している[4]。今回、我々は、このGaInNテンプレート上に膜厚300 nmのAlInN

膜を MOCVD 成長し、その混晶組成、格子歪みと表面状態との関係を調査したので報告する。 

【実験方法】 成長基板として InN モル分率 2％程度、InGaN 緩和率約 70％の InGaN/GaN/サファイアテ

ンプレート[4]を用い、MOCVD 法を用いて AlInN 膜のエピタキシャル成長を行った。成長速度を約 0.3 

μm/hr、目標膜厚を 300 nm とし、成長温度を変化させることで混晶組成の異なる AlInN 膜を得た。得られ

た AlInN 膜に対し、XRD による組成・格子歪みの評価、AFM による表面形態観察と表面粗度の評価を

行った。 

【結果と考察】 図 1 に、成長した 2 つの試料の情報をまとめた。実験の結果として、GaInN テンプレート

上への格子整合組成（xIn in Al1-xInxN = 0.186）に対し、InN モル分率が小さい膜（xIn=0.165）と大きい膜

（xIn=0.219）の 2 種類の試料を得ることができた。前者（xIn=0.165）の AlInN 膜は、下地 GaInN 層にコヒー

レント成長し、その結果として面内引張歪みを有することが確認された。また、その表面は平坦な領域とピ

ットから構成されており、RMS 粗さは 1.72nm という比較的小さい値を示した。これらの傾向は、GaN 上に

成長した AlInN 膜の場合と概ね一致するものと思われた。一方、後者（xIn=0.219）の AlInN 膜では、GaN

上 AlInN 膜と同様に表面劣化の傾向が見られたものの、強い面内圧縮歪が残留していた GaN 上 AlInN

膜と異なり、下地 GaInN 層に対しほぼ格子緩和している様子が観測された。 
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Fig. 1 AFM surface morphologies of AlInN films on GaInN template.  InN molar fraction in AlInN, 

in-plane strain εxx, and RMS roughness values are also shown. 

x in Al1-xInxN 16.52% 21.88%

AFM表面
モフォロジー

面内格子歪みεxx +0.25% -0.08%

RMS表面粗さ 1.72 nm 6.60 nm

1 μm 1 μm

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)20p-E310-19 

© 2019年 応用物理学会 13-275 15.4


